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MOSFET, IGBT, FRD 
パワーデバイスのベアダイ・ウエハ製品に関する取扱い注意事項 

要旨 
ルネサスパワーデバイス製品はベアダイ、ウエハでの提供をしています。半完成品ですので、取り扱い上

さまざまな注意事項があります。本資料では、そのガイドを提供します。 

 

目次 

1. ベアダイ製品の概要 ................................................................................................................ 2 
1.1 ベアチップ製品の概要............................................................................................................................. 2 
1.2 ベアチップ製品の構造............................................................................................................................. 2 

2. ベアダイ製品使用上の注意事項 ............................................................................................... 3 
2.1 はじめに .................................................................................................................................................. 3 
2.2 ベアダイ製品取り扱い............................................................................................................................. 3 
2.2.1 ハンドリングについて .......................................................................................................................... 3 
2.2.2 静電気について ..................................................................................................................................... 3 

3. ベアダイ製品データシート内容についての説明 ...................................................................... 4 
3.1 製品型名及び機能 .................................................................................................................................... 4 
3.2 特長 ......................................................................................................................................................... 5 
3.3 外観図 ...................................................................................................................................................... 6 
3.4 機械的パラメーター ................................................................................................................................ 6 
3.5 絶対最大定格 ........................................................................................................................................... 8 
3.6 電気的特性 ............................................................................................................................................... 9 
3.7 チップ寸法図 ......................................................................................................................................... 11 
3.8 ウエハ寸法図 ......................................................................................................................................... 12 
3.9 注文情報 ................................................................................................................................................ 12 

改訂記録 ....................................................................................................................................... 13 
 

  



MOSFET, IGBT, FRD パワーデバイスのベアダイ・ウエハ製品に関する取扱い注意事項 

R07AN0036JJ0100  Rev.1.00  Page 2 of 13 
Oct.22.2024  

1. ベアダイ製品の概要 

1.1 ベアチップ製品の概要 
お客様にてチップ状態での基板実装を実現するため、お客様のご要望に応じ、ウエハ状態もしくはダイシ

ング（個片化）されたチップ状態で出荷するのが、ウエハ製品およびベアチップ製品となります。当社での

ウエハプロセスからプローブ検査工程（電気的特性検査）を実施しウエハ状態でお客様に出荷するウエハ製

品および、当社で更にダイシングまで実施しチップがダイシングテープに張り付いた状態で出荷する Sawn 
Wafer 製品、チップをトレイに収納して出荷するチップ製品があります。 

 

 

1.2 ベアチップ製品の構造 
当社ベアチップ製品の一般的な構造イメージ例は下記となります。パワーデバイスは、チップ裏面から表

面へ縦方向に電流を流すため、チップ表面だけでなく裏面も電極となります。 

以下 IGBT の例だと、表面はゲートパッドとエミッタパッドが開口されており、裏面側は全面がコレク

タ電極となります。お客様にて、チップのダイボンド、各パッドから外部端子へのワイヤーボンディング接

続を実施頂きます。 

 エミッタパッド下の Si にはアクティブセル形成されています。ボンディング時のストレス等により

アクティブセルへダメージが入らないようにご注意下さい。 

 保護膜下には内部配線や耐圧保持構造（チップ外周部）が形成されています。保護膜は外部からの物

理的なストレスから保護するためのものではないため、取り扱いには十分ご注意下さい。 
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図 1 チップ等価回路 図 2 チップ表面 図 3 チップ断面構造（ x-x’）
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2. ベアダイ製品使用上の注意事項 

2.1 はじめに 
ベアダイ製品は、チップがそのままの状態で出荷される都合上、取り扱い方法によっては故障が起きやす

い製品となっております。ベアチップ製品の十分な品質を確保するために本項目の事項について十分な注意

をお願いいたします。 

 

2.2 ベアダイ製品取り扱い 

2.2.1 ハンドリングについて 
（1） ベアチップ製品の開封・実装はウエハ表面が汚染された雰囲気・物質にさらされないクリーンな

環境下で行ってください。たとえクリーンルーム内であっても一般の作業環境にさらすとで、ベ

アチップ製品にごみの付着や損傷の恐れがあり、汚染には十分に注意する必要があります。 

（2） ベアチップ製品を手動でピックアップする場合、吸着タイプのベアチップ用コレット・真空セッ

トの使用をお願いいたします。一般的な挟み込みタイプのピンセットではチップを傷つける恐れ

がありますので、使用される場合には樹脂製のピンセットでベアダイ端面を挟むようお願いしま

す。 

（3） ベアダイ側面に接触する治具等（例えば実装時の位置規制治具等）は、可能な限り接触面積を小

さくし、傷が付かないようお願いします。 

2.2.2 静電気について 
ベアチップ製品は、静電気に対しての取り扱いに注意が必要です。特にベアチップ製品の梱包開封時に発

生する静電気やダイボンディング装置等で発生する静電気にも配慮する必要があります。取り扱いの際は、

人体アース、除電装置（イオナイザ等）の活用や、作業場所、装置等の除電対策、アース等の徹底にご配慮

頂けますようお願いいたします。尚、管理レベルは 100 V 以下とすることを 推奨いたします。また、

チップ表面の電極や保護膜、裏面電極へ傷がつかないよう取り扱いにご注意をお願いします。以下に対策内

容例を紹介しますので、参考にしていただきますようお願いします。 

(1) 作業環境 

作業台・椅子・作業場所の床へ導電シートや導電マットを施設し、アース接続をお願いします。また、作

業者は静電気除去リストストラップや帯電防止服等を利用し、アース接続をお願いします。 

(2) 装置・治具への対応 

装置や治具等のアース接続をお願いします。 

(3) 保管環境への対応 

ベアチップ製品の保管などを行う容器は静電気拡散性材料の使用をお願いいたします。 

  



MOSFET, IGBT, FRD パワーデバイスのベアダイ・ウエハ製品に関する取扱い注意事項 

R07AN0036JJ0100  Rev.1.00  Page 4 of 13 
Oct.22.2024  

3. ベアダイ製品データシート内容についての説明 
ベアダイ製品のデータシートは、以下の項目で構成されます。お客様の実装のために必要となるパッドの

材料や寸法情報が提供されます。ウエハ製品についてはウエハ寸法図が追加されます。最大定格、電気的特

性については、パッケージ製品に対して電気的特性項目等の内容が限定的です。 

3.1 項から 3.9 項で各項目について説明します。 

図 4 IGBT ベアダイ品の構成例 

3.1 製品型名及び機能 
ベアダイ製品は、型名の末尾 2 桁の Package code から識別することができます。 
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型名説明（例） 

 

 
 

表 1  パッケージコード 

Package code Delivery form 

WA Wafer (unsawn) 

WS Wafer (sawn) 

WT Chip  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5 梱包例 

3.2 特長 
製品の特長ある機能、構造、特性、対応している基準、推奨用途等を記載しています。 

 

RBN300N75A5JWS
Package code （表1参照）

Quality grade

Chip Technology

VCES (* 1/10)

Product series

IC,norm [A]

Device type

Renesas RB Series Power Device

• 750V trench & field stop AE5 technology
• Low collector to emitter saturation voltage
    VCE(sat) = 1.35 V typ. (at IC = 300 A, VGE = 15 V, Tj = 25 °C)
• Low switching loss
• Easy paralleling by internal Rg and narrow V GE(th) distribution
• AEC Q101 (HTRB, HTGB) qualified
• Applications:  Hybrid and electric vehicle inverter

Features

Sawn wafer Chip 
(ex. Mounted on tray) 
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3.3 外観図 

製品の等価回路やダイサイズやパッドレイアウト（イメージ）です。

この IGBT の例の場合、チップ表面側は、ゲート及びエミッタのパッドが配置されています。 
チップ裏面側は全面がコレクタの電極となっています。

3.4 機械的パラメーター 

ダイサイズやパッドサイズです。

詳細はデータシートの“Die Dimension”の項目に示されます。 
パッドサイズ、レイアウトに従って、ワイヤー径やボンディングレイアウトをご検討ください。

Unsawn wafer 品 及び Sawn wafer 品の場合、そのウエハの直径と最大取得数 が示されます。 
 ウエハサイズは、主に 150 mm（6 inch）, 200 mm（8 inch）, 300 mm（12 inch）があります。

実際のウエハはこのサイズより若干小さい場合があります。薄ウエハの製品の場合、製造プロセスの

都合でウエハの再外周部が切り落とされるためです。

 最大取得数はウエハ上のチップが 100 % 良品の場合のチップ数です。

実際は出荷検査において一定の不良チップがスクリーニングされるため、出荷数量はこの数量より小

さくなります。

1. Gate
2. Collector (The back)
3. Emitter

2

1

3

Internal
Rg

9.
26

m
m

3

2

31

3

10.8mm

Outline
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チップの各層の材質及びその厚みです。パッドメタライズにあった、ボンディング方法、材料をご検討く

ださい。

 エミッタパッド下の Si にはアクティブセル形成されています。ボンディング時のストレス等

によりアクティブセルへダメージが入らないようにご注意下さい。

 保護膜下には内部配線や耐圧保持構造（チップ外周部）が形成されています。保護膜は外部か

らの物理的なストレスから保護するためのものではないため、取り扱いには十分ご注意下さ

い。

パッドメタライズからくる推奨されるボンディング方法です。ここに記載される以外の方法でも使用でき

る場合はあるため、ご検討される場合はお問い合わせください。

品質を保つために、本推奨保管条件，期限でのご使用をお願いします。これを逸脱した場合、パッケージ

組立において不具合が発生する場合があります。（チップのピックアップ異常やパッドメタライズの劣化な

ど）

x x’

Emitter Pad

Emitter PadGate
Pad

Emitter Pad

※裏面側: Collecor

表面側
Emitter Pad

Active cell

Passivation
(polyimide)

AL

Ni
Au

Si

裏面側
(Collector)

図 7 チップ表面図 6 チップ断面構造（ x-x’）
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Sawn wafer 及び Unsawn wafer 品の場合、ルネサスの出荷テストの不良チップもウエハ上で一緒に出荷さ

れます。お客様のダイマウント・ピックアップ工程で不良チップを識別できるようにチップにはインクマー

クがされています（下図参照）。不良チップをご使用にならないようご注意ください。

また、一部の製品では“インクレス”が適用されるものもあります。

その場合、不良チップの識別のために“e-wafer map (*1)” データが提供されます。

*1 不良チップのウエハ上の座標情報データ

図 8 インクマーク例 

3.5 絶対最大定格 

ベアダイ製品とパッケージ製品の違いは、定格電流の規定や許容損失の項目が無いことです。いずれも

パッケージレベルでの放熱性能（熱抵抗）に強く依存、ベアダイ製品自身では放熱性能を定義できないため

です。

そのため、お客様のパッケージレベルで検証して頂く必要があります。

製品概要や型名から読み取れる定格電流は、チップデザインからくる参考値であり、目安でしかありま

せん。
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※IGBT アプリケーションノート (renesas.com)

3.6 電気的特性 

ウエハ状態で検査される電気的特性項目です。

ウエハテストではプローブコンタクトのため検査電流に制限があります。それは数十 A 程度です。それゆ

え、定格電流がそれ以上の製品では、定格電流での特性検査やスクリーニングができません。

お客様でのパッケージレベルで検査、スクリーニング頂く必要があります。

https://www.renesas.com/jp/ja/document/apn/igbt-application-note?r=481401
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ウエハテスト（出荷検査）では実施できない電気的特性項目です。ここでのスペックはチップデザインに

よるターゲット値として規定されます。

保証項目ではありません。

主に大電流条件の VCE(sat)／オン抵抗やスイッチング等の動特性項目がリストされます。 
特に、スイッチング等の動特性項目に関しては、パッケージデザインや実装技術に強く依存するため、お

客様のパッケージレベルでの検証ください。

ウエハテストで検査できない項目及びその他、データシートで規定されない項目、条件については、お客

様のパッケージレベルでの代替検査を実施して頂くよう推奨致します。
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3.7 チップ寸法図 

チップ寸法、パッド寸法の詳細が示されます。

本図面に従って、ワイヤー径やボンディングレイアウトをご検討ください。

Gate
Bonding Pad

92
60

25
27

25
27

25
27

1500

Emitter Bonding Pad

Emitter Bonding Pad

Emitter Bonding Pad
Test pad
(Renesas
internal use)

8020

9660

10800

Unit: µm
Die thickenss:  89 µm
Back side:  Collector

Notes 1:

Illustration Definition

Part of white Bonding area (AlCu)

Part of gray Final passivation (Polymide)

Notes 2:  Recognition, target and any other patterns which are not related to
IGBT operation, may be changed without notice.

15
00

Die Dimensions
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3.8 ウエハ寸法図 

ウエハ外観、ウエハサイズ、ウエハ厚さを示しています。また Unsawn ウエハの場合は、ウエハ状態から

ダイシングするためのスクライブグリッド値を示しています。上図 A Enlargement に示すようにチップサイ

ズを規定しています。

3.9 注文情報 

出荷形態毎の量産の受注型名です。

ウエハ・ベアダイ製品の場合、主な出荷形態は、Unsawn Wafer（ウエハケース）、Sawn Wafer（ウエハ

ケース）、チップトレイ、テープ＆リールとなります。

少量のサンプルをご供給の場合は、本量産型名では無く、サンプル用の型名でオーダー頂く必要があり

ます。お問合せ下さい。

Item Symbol Dimensions (mm)

a 200Wafer diameter

b 0.13Wafer thickness

Chip pitch c1 10.500
c2 10.000

Scribe grid d 0.076

c1

d

c2

b

a

A Enlargement

A

Wafer Dimensions
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改訂記録
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1.00 2024.10.22 - 初版
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ご注意書き 
1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。回路、ソフトウェアお

よびこれらに関連する情報を使用する場合、お客様の責任において、お客様の機器・システムを設計ください。これらの使用に起因して生じた損害

（お客様または第三者いずれに生じた損害も含みます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。 
2. 当社製品または本資料に記載された製品デ－タ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許

権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うもので

はありません。 
3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。 
4. 当社製品を組み込んだ製品の輸出入、製造、販売、利用、配布その他の行為を行うにあたり、第三者保有の技術の利用に関するライセンスが必要と

なる場合、当該ライセンス取得の判断および取得はお客様の責任において行ってください。 
5. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改

変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。 
6. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図

しております。 
 標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等 
 高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通制御（信号）、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等 
当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のあ

る機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙機

器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これら

の用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じても、当社は一切その

責任を負いません。 
7. あらゆる半導体製品は、外部攻撃からの安全性を 100％保証されているわけではありません。当社ハードウェア／ソフトウェア製品にはセキュリ

ティ対策が組み込まれているものもありますが、これによって、当社は、セキュリティ脆弱性または侵害（当社製品または当社製品が使用されてい

るシステムに対する不正アクセス・不正使用を含みますが、これに限りません。）から生じる責任を負うものではありません。当社は、当社製品ま

たは当社製品が使用されたあらゆるシステムが、不正な改変、攻撃、ウイルス、干渉、ハッキング、データの破壊または窃盗その他の不正な侵入行

為（「脆弱性問題」といいます。）によって影響を受けないことを保証しません。当社は、脆弱性問題に起因しまたはこれに関連して生じた損害に

ついて、一切責任を負いません。また、法令において認められる限りにおいて、本資料および当社ハードウェア／ソフトウェア製品について、商品

性および特定目的との合致に関する保証ならびに第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、明示または黙示のいかなる保証も行いません。 
8. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導

体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の

範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切

その責任を負いません。 
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする

場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を

行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客

様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を

行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行って

ください。 
10. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用

を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことに

より生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。 
11. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品お

よび技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、そ

れらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。 
12. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものといたしま

す。 
13. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。 
14. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。 
注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的

に支配する会社をいいます。 
注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注１において定義された当社の開発、製造製品をいいます。 
 

(Rev.5.0-1  2020.10) 

 
本社所在地  お問合せ窓口 
〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24（豊洲フォレシア） 

www.renesas.com 

 弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓

口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。 

www.renesas.com/contact/ 

商標について   

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の

商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属

します。 

  

 
  

https://www.renesas.com/
http://www.renesas.com/contact/
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